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有機電界効果トランジスタ(OFET)の高移動度化には、バンド伝導を生かした OFET の作製

が必要不可欠である。一重項ビラジカル分子 Ph2-IDPL (diphenyl derivative of 

s-indacenodiphenalene)は、安定な非局在形一重項ビラジカル種であり、分子の両端にあるフェ

ナレニルラジカル由来の構造を用いて、非常に強い分子間相互作用を実現している(図 1)。そ

のため結晶中では、一次元的な分子鎖を組みエネルギーバンド構造を発達させることが分か

っている[1]。本研究では、この Ph2-IDPL のエネルギーバンド構造の発達を生かした高移動度

の OFET の作製を目的とした。また、Ph2-IDPL は、真空蒸着法において非晶質の薄膜を形成

することが知られている。この時、Ph2-IDPL は、小さな HOMO-LUMO ギャップにより両極

性が得られることが報告されている[2]。この事から、Ph2-IDPLを結晶化させることが出来れば、

HOMO および LUMO のエネルギーバンド構造が発達し、より高い両極性移動度を得ることが

期待される。本研究では、ガス中蒸発法を用いることで Ph2-IDPL 薄膜を結晶化させ、それを

OFET に応用した。そして、真空蒸着法の時よりも高い移動度を得る事に成功した(図 2)。ま

た、蒸着条件や基板の処理等を変えることで、Ph2-IDPL は様々な結晶性の薄膜を作ることが

明らかになった。講演では、OFET 特性と X 線回折(XRD)や原子間力顕微鏡(AFM)の結果を比

較することで、薄膜の構造と移

動度の関係について議論する。 
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図 2. Ph2-IDPL を用いた両極性 OFET の Id-Vg特性 
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図 1. 結晶中での Ph2-IDPLの分子構造 
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